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요약

발광 소자 및 이것을 이용한 표시 장치의 콘트라스트를 향상시킨다. 유기 EL 소자 등의 발광 소자로서, 광 사출측에 

투명 전극으로 구성되는 제1 전극(20), 제1 전극(20)과 발광 소자층(30)을 사이에 두고 대향하도록 소자의 배면측에 

형성된 제2 전극(22)을 구비하고, 제2 전극(22)을 반투과성 전극으로 하며, 이 제2 전극(22)의 더 배면측에 광 반사율

이 낮은 반사 방지층(46)을 형성한다. 투명 전극을 투과하여 소자 외부로부터 입사하는 광을 반투과성의 제2 전극(22

)에서 반사시키지 않고 투과시켜, 반사 방지층(46)에서 흡수함으로써, 외광의 배면 전극 표면에서의 반사가 억제되어 

콘트라스트의 향상을 도모하는 것이 가능하게 된다. 제2 전극(22)은, 예를 들면 금속 재료를 박막으로 하거나, 개구부

를 형성함으로써 반투과성을 발휘시켜도 된다.

대표도

도 1

색인어

제1 전극, 제2 전극, 반투과 전극, 투명 기판, 발광 소자층, 반사 방지층

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 유기 EL 소자의 개략적인 단면 구조를 도시하는 도면.

도 2는 본 발명의 실시예에 따른 유기 EL 소자의 반투과성의 제2 전극의 구성예를 도시하는 도면.
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도 3은 본 발명의 실시예에 따른 액티브 매트릭스형 유기 EL 표시 장치의 개략적인 구성을 도시하는 도면.

도 4는 도 3에 도시한 표시 장치에 1화소 내의 일부 단면을 도시하는 도면.

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>

10 : 투명 기판

20 : 제1 전극(정공 주입 전극)

22 : 제2 전극(정공 주입 전극)

30 : 발광 소자층

32 : 정공 주입층

34 : 정공 수송층

36 : 발광층

38 : 전자 수송층

40 : 전자 주입층

46 : 반사 방지층

50 : 유기 EL 소자

100 : 표시부

110 : 주사 라인

112 : 데이터 라인

114 : 전원 라인

120 : 능동층

130 : 게이트 절연층

132 : 게이트 전극

134 : 층간 절연층

136 : 컨택트 전극

138 : 제1 평탄화 절연층

140 : 제2 평탄화 절연층

150 : 절연층

160 : 차광층

발명의 상세한 설명
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발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은, 표시 장치 등에 이용되는 발광 소자의 구조, 특히 그 배면측의 구조에 관한 것이다.

발광 소자로서, 최근, 일렉트로 루미네센스(Electroluminescence : 이하 EL) 소자가 주목받고 있으며, 이 EL 소자를 

이용한 표시 장치는, 액정 표시 장치(LCD)나 CRT 등의 표시 장치를 대체하는 장치 등으로서 연구가 진행되고 있다.

EL 소자 중, 발광 재료로서 유기 화합물을 이용한 소위 유기 EL 소자는, 정송 주입 전극(양극)과 전자 주입 전극(음극

) 사이에 유기 발광 분자를 포함하는 발광 소자층을 사이에 둔 구조를 구비한다. 보다 구체적으로는, 투명한 유리 기판

상에, 정공 주입 전극으로서 ITO(Indium Tin Oxide)로 이루어지는 투명 도전층이 형성되고, 정공 주입 전극 상에 단

층 또는 다층으로 이루어지는 발광 소자층이 적층되며, 이 발광 소자층 상에 전자 주입 전극으로서 Al, Ag, MgAg 등

의 불투명한 금속 전극이 형성되어 있다.

이러한 구조에서, 정공 주입 전극으로부터 주입되는 정공과, 전자 주입 전극으로부터 주입되는 전자가 발광 소자층 

내에서 재결합하여, 층 내에 포함되는 유기 발광 분자가 여기되며, 이 분자가 기저 상태로 되돌아갈 때에 방사되는 광

을 투명한 정공 주입 전극 및 유리 기판을 투과시켜, 외부로 추출하고 있다.

여기서, 광 사출측(관찰측)에 대하여 배면측에 위치하는 금속 전극은, 통상, 반사성이 높은 금속 재료가 채용되기 때

문에, 그 발광 소자측의 표면에서, 기판 및 투명 전극을 통과하여 소자 내로 입사해 오는 외광의 반사가 발생한다. 이 

외광의 반사는, 표시 장치에서 특히 흑 표시를 하는 경우에, 콘트라스트를 저하시키는 큰 원인이 되며, 또한, 금속 전

극의 관찰면(반사면)에 주위의 상이 투영되어, 표시 화상의 시인성이 저하되는 등, 표시 품질의 저하가 발생한다.

이와 같은 금속 전극의 반사에 의한 표시 품질 저하를 방지하는 간편한 방법으로서, LCD에서 이용되고 있는 편광층

을 투명한 유리 기판이나, 투명한 정공 주입 전극의 유리 기판측, 즉 소자의 관찰면(광 추출면)측에 배치하는 것이, 예

를 들면 일본 특개평7-142170호 공보에 개시되어 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

상기 일본 특개평7-142170호 공보에 기재된 바와 같이, 소자의 광 추출면측에 편광층을 배치함으로써, 소자 외부로

부터 소자 내로 입사하고, 배면측의 금속 전극에서 반사되어 다시 소자로부터 출사되는 광을 이 편광층에서 차폐할 수

있다.

즉, 소자 외부로부터 편광층을 통과하여 소자 내로 입사한 광은, 편광층의 편광 방향에 평행한 직선 편광이며, 이 직선

편광이 금속 전극에서 반사되면 그 편광 방향이 90° 반대로 된다. 따라서, 금속 전극에서 반사된 광의 편광 방향은, 

편광층의 편광 방향과 다르기 때문에, 편광층을 통과할 수 없어 차단된다.

이와 같이 편광층을 형성함으로써, 광 추출면으로 반사광이 사출되는 것이 방지되어, 콘트라스트 저하를 억제할 수 

있다. 그러나, 소자의 광 추출측에 편광층이 존재하기 때문에, 발광층으로부터의 광도 편광층을 통과하지 않으면 외부

로 추출할 수 없다. 편광판은, 발광층에서의 발광광 중 편광층의 편광 방향에 평행한 편광 방향의 광만 통과시키기 때

문에, 발광광의 대부분이 이 편광층을 통과할 수 없어 흡수되게 된다. 따라서, 편광층을 형성함으로써 발광광의 이용 

효율이 대폭 저하되게 되어, 소자 밖으로 실제로 추출하는 광량을 증가시키기 위해서는, 유기 EL 소자의 발광 휘도를 

증대시킬 필요가 있고, 그를 위해서는 정공 주입 전극과 전자 주입 전극간(발광 소자층)에 흐리는 전류량을 증가시켜

야만 한다.

그러나, 유기 EL 소자에서는, 발광 분자 등의 유기 화합물을 포함하는 발광 소자층에 흐르는 전류가 많을수록, 휘도 

저하 속도가 커져 소자 수명을 짧게 하는 문제가 있다. 한편, 전류량을 증가시키지 않고 높은 휘도를 얻기 위해서는 고

효율 발광이 가능한 신규 유기 발광 재료를, 또한, 전류량이 증대되어도 긴 수명의 소자를 실현하기 위해서는 내구성

이 높은 신규 유기 발광 재료의 개발을 기다려야만 한다.

상기 과제에 대하여, 본 발명은, 고콘트라스트이면서 긴 수명이고 고휘도인 발광 소자 및 발광 표시 장치를 제공한다.

발명의 구성 및 작용
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본 발명은, 제1 전극과 제2 전극 사이에 발광 소자층을 구비한 발광 소자로서, 상기 제1 전극과 상기 제2 전극 중, 한

쪽은 광 사출측 전극으로서, 외부에의 광 사출측에 배치되고, 그 광 사출측 전극의 배면측에 위치하는 배면측 전극은, 

발광 소자층측으로부터 입사하는 광을 일부 투과하는 반투과 전극으로 구성되며, 그 반투과 전극의 배면측에 반사 방

지층이 형성되어 있다.

본 발명의 다른 관점에서는, 제1 전극과 제2 전극 사이에 발광 소자층을 구비하여 구성되는 발광 소자를 구비하는 발

광 표시 장치로서, 상기 제1 전극은, 장치의 외부에의 광 사출측에 배치되는 투명 기판 상에 형성되며, 상기 발광 소자

층 으로부터 사출되는 광을 투과 가능한 전극이고, 상기 제2 전극은, 상기 발광 소자층을 사이에 두고 상기 제1 전극

과 대향하도록 상기 제1 전극의 배면측에 형성되며, 상기 발광 소자층측으로부터 입사하는 광을 일부 투과하는 반투

과 전극이고, 상기 제2 전극의 배면측에 반사 방지층이 형성되어 있다.

본 발명의 다른 관점에서는, 양극과 음극과의 사이에 발광 소자층을 구비하는 일렉트로 루미네센스 소자를 구비하는 

표시 장치에 있어서, 상기 양극은, 외부에의 광 사출측으로 되는 투명 기판 상에 형성되며, 상기 발광 소자층으로부터 

사출되는 광을 투과 가능한 전극을 구비하고, 상기 음극은, 상기 발광 소자층을 사이에 두고 상기 양극과 대향하도록 

그 양극의 배면측에 형성되며, 상기 발광 소자층으로부터 사출되는 광을 일부 투과 가능한 반투과 전극을 구비하고, 

상기 음극의 배면측에는 반사 방지층이 형성되어 있다.

이와 같이, 발광 소자의 광 사출측 전극에 대하여 배면측에 위치하는 배면 전극으로서 반투과성의 전극을 채용하고, 

이 배면 전극의 더 배면측에 저반사층 또는 반사 방지층을 형성함으로써, 소자에 입사하는 외광을 배면측 전극의 표

면에서 반사시키지 않고 투과시켜 반사율이 낮은 반사 방지층에서 흡수할 수 있다. 발광 소자층으로부터 투명한 광 

사출측 전극으로 진행한 광은, 광 사출측 전극을 투과하고, 또한 투명 기판을 투과할 수 있어, 최소한의 손실로 효율적

으로 소자 밖으로 광을 사출할 수 있다. 이 때문에, 발광 소자층으로부터의 발광광 중, 배면 전극측으로 진행한 광은, 

외광과 마찬가지로 반사되지 않고 반사 방지층에서 흡수되지만, 외광의 반사에 의한 콘트라스트 저하를 방지할 수 있

어, 배면 전극측으로 진행한 광이 손실되게 되는 것 이상으로 콘트라스트 향상에 의한 표시 품질 향상, 예를 들면 보기

쉽고 또한 시인되는 실제의 휘도가 높은 발광 소자를 실현할 수 있다.

본 발명의 다른 관점에서는, 상기 발광 소자 또는 표시 장치에서, 상기 반투과 전극에는, 광을 투과 가능하게 박막화

되어 있는 금속층, 또는 광을 투과시키는 개구를 구비한 그물망 형상 금속층이 이용되고 있다.

본 발명의 다른 관점에서는, 상기 발광 소자 또는 표시 장치에서, 상기 반투과 전극에는 20㎚ 이하의 두께의 Ag층 또

는 MgAg층이 이용되고 있다.

이와 같이 금속층을 얇게 또는 개구부를 형성한 구성으로 함으로써, 광을 투과 가능하게 할 수 있을 뿐만 아니라 전극

재료 자체를 변경하지 않고 채용할 수 있어, 전극으로서 필요한 기능을 발휘시킬 수 있다.

본 발명의 다른 관점에서는, 상기 발광 소자 또는 표시 장치에서, 상기 저반사층 또는 반사 방지층에는 몰리브덴 또는

산화 크롬이 이용되고 있다.

반사 방지층에 몰리브덴이나 산화 크롬을 채용함으로써, 배면측 전극의 더 배면측에 용이하게 표면에서의 광 반사율

이 낮은 층을 형성할 수 있어, 반투과성의 배면 전극을 투과해 온 외광이 반사하여 다시 소자로부터 사출시키는 것을 

방지할 수 있다.

<실시예>

이하, 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여, 도면에 기초하여 설명한다.

본 발명의 실시예에 따른 발광 소자로서는, 예를 들면 EL 소자를 들 수 있다. 도 1은 EL 소자를 예로 들어 본 발명의 

실시예에 따른 소자의 개략적인 단면 구조를 도시하고 있다. 기판(10)으로서는, 유리나, 플라스틱 등의 투명 기판이 

이용되고 있으며, 이 투명 기판(10)의 상방에 EL 소자의 각 요소가 적층되어 있다. 이 예에서는, EL 소자(50)는 발광 

재료로서 유기 화합물을 이용한 유기 EL 소자로서, 제1 전극(20)과 제2 전극(22) 사이에, 유기 화합물을 포함하는 발

광 소자층(30)이 형성되어 있다,

도 1에 도시한 유기 EL 소자(50)에서는, ITO(Indium Tin Oxide)나 IZO(Indium Zinc Oxidc) 등의 투명 전극 재료로 

이루어지며, 여기서는 정공 주입 기능을 구비한 투명 전극(광 투과성 전극, 단 광 투과성이 약간 낮은 반투과성 전극

이어도 됨)인 제1 전극(20)이, 투명 기판(10) 상에 직접, 또는 버퍼층이나 유기 EL 소자를 구동하는 트랜지스터 등을 

개재하여 형성되어 있다. 제1 전극(20) 상의 발광 소자층(30)은, 유기 화합물을 포함하는 단층 또는 다층 구조를 구비

하고, 이 발광 소자층(30) 상에 전자 주입 기능을 구비하는 반투과성의 제2 전극(22)이, 제1 전극(20)과 대향하도록 

형성되어 있다. 또한 이 제2 전극(22)의 상층, 즉, 관찰측으로 되는 투명 기판(10)으로부터 볼 때 제2 전극(22)의 더 
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배면측에 입사광의 반사율이 낮은 산화 크롬(CrO x : x는 임의의 수)층이나 몰리브덴(Mo)층 등으로 이루어지는 반사

방지층(46)이 형성되어 있다.

발광 소자층(30)은 이용되는 유기 화합물의 기능 등에 대응하여 다양한 구조를 채용할 수 있지만, 예를 들면, 발광 기

능·정공 수송 기능·전자 수송 기능 모두를 구비하는 유기 발광층의 단층 구조, 정공 주입 전극(양극)(20)측으로부

터 순 서대로 정공 수송층/발광층/전자 수송층이 적층된 3층 구조 등을 들 수 있다. 도 1에 도시한 발광 소자층(30)은,

정공 주입층(20) 상에, CF x 등을 포함하는 정공 주입층(32), NPB 등의 트리페닐아민의 유도체 등을 포함하는 정공 

수송층(34), 목적으로 하는 발광색에 따른 유기 발광 분자를 포함하는 발광층(36), Alq 등을 포함하는 전자 수송층(38

), LiF 등으로 이루어지는 전자 주입층(40)의 적층 구조를 구비한다.

발광층(36)은, R, B, G광을 얻기 위해, 각각 적절한 재료가 이용되고 있다.

또한, 발광 소자층(30)을, 저분자계 유기 화합물을 포함하는 층으로 구성하는 경우, 각 층은 예를 들면 진공 증착법에 

의해 각각 원하는 두께로 형성할 수 있으며, 또한 고분자 화합물을 포함하는 층에 의해 구성하는 경우에는, 잉크제트 

인쇄법이나, 스핀 코팅법 등을 이용하여 형성할 수 있다.

제2 전극(22)은 도 1의 예에서는, 음극으로서 기능하고 있으며, 발광 소자층(30)에 전자를 효과적으로 주입하는 기능

이 요구된다. 이와 같은 전자 주입 기능이 높은 재료는, 일 함수가 작고, 통상, 광 투과율이 낮은 금속 재료가 적합하다

. 예를 들면 상기 Al, Ag, MgAg 합금 등을 들 수 있다. 그러나, 전극으로서 기능시키는 것을 중시하여, 예를 들면 200

㎚ 정도의 두께로 형성한 Al층이나 Ag층을 전극으로서 이용하면, 발광 소자층(30)측의 표면에서 반사가 발생하여, 상

술한 바와 같이, 외광의 반사에 의한 콘트라스트 저하가 발생한다.

따라서, 본 실시예에서는, 우선, 제2 전극(22)에, 전자 주입 재료로서 적절 한 예를 들면 Al, Ag, AgMg층을 채용하는 

경우, 그 두께를 예를 들면 5㎚∼40㎚ 정도의 박막으로 함으로써 광 투과성을 확보할 수 있다. 예를 들면, 20㎚ 정도

의 박막으로 함으로써, 전자 주입 기능을 손상시키지 않고 50% 이상의 광 투과성, 즉 반투과 전극을 실현하고 있다. 

Al 등의 금속 재료는 상기 발광 소자층(30)의 각 층과 마찬가지로 예를 들면 진공 증착법 등에 의해 형성할 수 있어, 

증착 시간의 제어 등에 의해 원하는 두께의 박막이 되도록 양호한 정밀도로 제어할 수 있다.

또한, Al 등의 차광성의 금속 재료를 제2 전극(22)의 재료로서 이용하고, 또한 반투과성을 실현하기 위한 다른 방법으

로서, 도 2에 도시한 바와 같이 금속의 제2 전극(22)의 적어도 1화소 내 등 단위 표시 영역 내에 광이 통과 가능한 개

구를 구비한 그물망 형상(격자 형상도 포함함)으로 해도 된다. 각 개구부는, 원, 다각형 등 그 형상은 특별히 상관없지

만, 금속층을 형성하고 나서 포토리소그래피 등에 의해 선택적 에칭 제거하여 형성하는 경우의 에칭 잔사가 적고, 또

한 단위 영역 내에서의 개구 면적이 가능한 한 동일한 것이 표시 품질의 변동을 방지하는 등의 관점에서 바람직하다.

또한, 반투과성의 제2 전극(22)에 대해서는, 상기 금속 재료에 한정되지 않고, 특별히 박막화하지 않아도 충분한 광 

투과성을 구비한 도전성이면서 일 함수가 작은 재료이면 채용할 수 있다.

본 실시예에서는, 이러한 반투과 기능을 구비하는 제2 전극(22)을 피복하여 상술한 바와 같이 반사 방지층(46)을 형

성하고, 제2 전극(22)을 투과하는 광을 이 반사 방지층(46)에서 흡수하여 반사를 방지한다. 반사 방지층(46)의 재료

로서 채 용 가능한 산화 크롬이나 몰리브덴 모두, 진공 증착에 의해 제2 전극(22)을 형성한 후, 증착원을 반사 방지 재

료로 변경하고, 연속하여 증착을 행함으로써 용이하게 적층 형성할 수 있다. 여기서, 반사 방지층(46)의 재료로서, 몰

리브덴을 채용한 경우에는 반사 방지층(46)의 반사율은 20% 정도 이하로 할 수 있고, 산화 크롬을 채용한 경우, 5% 

정도 이하로 할 수 있다.

여기서, 반사 방지층(46)으로서 어느 정도의 반사율의 재료를 선택할지에 대해서는, 요구 휘도나, 발광 소자층(30)에

서의 발광 분자의 발광 휘도 및 발광 효율을 고려하고, 또한 제2 전극(22)의 광 투과율도 감안하여 결정하는 것이 바

람직하다. 그러나 콘트라스트 향상을 위해서는, 이 반사 방지층(46)의 광 반사율은 50% 미만, 보다 바람직하게는 30

% 이하인 것이 바람직하다. 제2 전극(22)을 투과하여 반사 방지층(46)에 도달하는 광에는, 발광 소자층(30)에서 얻어

진 발광광도 포함되어 있어, 발광 휘도가 비교적 낮은 재료를 채용하고 있는 경우나, 소자에 대한 요구 휘도가 높은 경

우에는, 발광광의 유효 이용이 요망된다. 따라서, 어느 정도 광(발광광)을 반사하여 소자 밖으로 사출할 수 있도록, 예

를 들면, 20% 정도의 반사율이 얻어지는 몰리브덴을 반사 방지층(46)의 재료로서 선택하는 것이 바람직하다. 반대로,

충분한 발광 휘도가 달성되어 있는 발광 재료를 채용한 경우나, 예를 들면 외광이 매우 강한 환경화에서 사용되어 콘

트라스트 확보가 최우선되는 경우 등에는, 반사가 매우 적은 산화 크롬을 반사 방지층(46)의 재료로서 이용하는 것이 

바람직하다.

여기서, 반사 방지층(46)의 재료로서는, 반드시 상술한 바와 같은 금속 원소 를 포함하는 재료로는 한정되지 않지만, 

반투과성의 제2 전극(22)의 배면측에 몰리브덴이나 산화 크롬 등을 이용한 반사 방지층(46)을 형성함으로써, 외광의 

반사 방지뿐만 아니라, 방열 기능의 발휘도 가능하게 된다. 즉, 몰리브덴층이나 산화 크롬층이면, 비교적 높은 열전도
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성을 갖고, 전류 구동에 의해 발광할 때에 발광 소자층(30)에서 발생하는 열을 고열 전도성의 제2 전극(22)으로부터 

이 반사 방지층(46)을 통해 소자 외부로 달아나게 할 수 있다. 유기 EL 소자(50)에서 열은 유기 화합물을 포함하는 발

광 소자층(30)의 열화에 크게 영향을 미치는 것이 알려져 있지만, 본 실시예와 같이 소자의 방열성을 저하시키지 않거

나, 혹은, 향상할 수 있는 것은 소자 수명, 품질 향상의 관점에서 효과가 높다.

상술한 일본 특개평7-142170호 공보와 같이, 소자의 관찰측, 예를 들면 제1 전극과 유리 기판과의 사이나, 유리 기판

내면에 편광층을 형성한 경우, 외광의 불필요한 반사를 방지하는 것은 가능하게 된다. 그러나, 편광층은 PVA(폴리비

닐알콜)를 주성분으로 하는 필름의 분자쇄를 따라 요오드 등을 배열시켜 구성되어 있어 방열성이 낮다. 또한, 이 편광

층이 발광 소자층의 바로 근처에 배치되게 되며, 또한, 소자에 입사하는 외광뿐만 아니라, 소자의 발광광의 대부분을 

이 편광층이 흡수하기 때문에, 편광층 주변의 온도는 상승 경향을 갖는다. 따라서, 편광층을 소자의 관찰측에 형성하

는 것은 소자의 방열성을 높인다고 하는 관점에서, 오히려 역 효과로 된다. 이에 대하여, 본 실시예와 같이 소자 배면

의 전극(22)을 반투과형으로 하고, 그 배면측 전극(22)의 더 외측에 방열성이 있는 반사 방지층(46)을 형성함으로써, 

외광의 반사를 방지하면서 소자의 방열을 도모하여, 고휘도, 고콘트라스 트, 긴 수명 및 고신뢰성의 유기 EL 소자를 

실현할 수 있다.

이상에 설명한 본 실시예에 따른 발광 소자의 일례로서의 반사 방지층을 구비한 유기 EL 소자의 구조는, 이 소자를 

각 표시 화소에 채용한 평면 발광 표시 장치 등에 적용할 수 있다. 평면 표시 장치에서는, 각 화소에 각 표시 소자를 구

동하는 스위치 소자를 구비하는 액티브 매트릭스형 표시 장치와 이러한 스위치 소자가 없는 심플한 구조의 단순 매트

릭스형 표시 장치가 알려져 있지만, 본 실시예의 유기 EL 소자 소자는, 어느 타입의 표시 장치에도 적용할 수 있다.

단순 매트릭스형 표시 장치에 적용한 경우, 상기 도 1에 도시한 바와 같이 투명 기판(10) 상에 형성된 투명한(단, 반투

명이어도 됨) 제1 전극(20) 및 발광 소자층(30)을 사이에 두고 그 위에 형성된 반투명의 제2 전극(22)이, 각각 스트라

이프 형상으로 서로 거의 직교하도록 형성되고, 제1 전극(20)과 제2 전극(22)으로부터 정공과 전자를 사이의 발광 소

자층(30)에 주입하여 발광시킨다. 물론, 제2 전극(22) 상에는 반사 방지층(46)을 형성한다.

한편 액티브 매트릭스형 표시 장치에 적용한 경우, 투명 기판(10) 상에 박막 트랜지스터를 화소마다 형성하고, 절연층

으로 이 박막 트랜지스터를 피복하며, 절연층 상에, 박막 트랜지스터에 접속되어 화소마다 개별 패턴으로 형성된 투

명한 제1 전극(20), 발광 소자층(30), 반투명이며 각 화소 공통인 제2 전극(22)을 순서대로 적층하고, 이 공통 제2 전

극(22) 상에 다시 반사 방지층(46)을 형성한 구성이 채용 가능하다. 도 3은 이러한 액티브 매트릭스형의 유기 EL 표

시 장치의 개략적인 회로 구성을 도시하고, 도 4는 이러한 유기 EL 표시 장치에서의 1화소 내에서의 일부 단면 구조

를 도시한다.

우선, 투명 기판(10) 상에는, 복수의 화소가 매트릭스 형상으로 배열된 표시부(120)가 형성되어 있고, 각 화소에는 각

각 유기 EL 소자(EL)(50)와, 이 유기 EL 소자(50)에서의 발광을 화소마다 제어하기 위한 스위치 소자(여기서는 박막 

트랜지스터 : TFT), 및 표시 데이터를 보유하는 축적 용량이 Csc가 형성되어 있다.

도 3의 예에서는, 각 화소에는 제1 및 제2 박막 트랜지스터 Tr1, Tr2가 형성되며, 제1 트랜지스터 Tr1은, 주사 라인(

110)에 접속되며, 주사 신호가 인가되어 온 제어되었을 때, 대응하는 데이터 라인(112)에 인가되어 있는 표시 내용에

따른 전압 신호가 제1 박막 트랜지스터 Tr1을 통해 제2 박막 트랜지스터 Tr2의 게이트에 인가되며, 또한 2개의 박막

트랜지스터 Tr1, Tr2 사이에 접속된 축적 용량 Csc로 일정 기간 보유된다. 그리고, 제2 박막 트랜지스터 Tr2는, 이 

축적 용량 Csc에 의해 보유되어 게이트에 인가되는 전압에 따른 전류를 전원 라인(114)으로부터 이 제2 박막 트랜지

스터 Tr2에 접속된 유기 EL 소자의 양극(정공 주입 전극)(20)에 공급한다. 유기 EL 소자(50)는, 이 공급되는 전류량

에 따른 휘도로 발광하고, 발광광은, 제2 전극(22)의 배면측의 반사 방지층(46)에서 다소 소실되지만 대부분이 투명

한 제1 전극(20) 및 투명 기판(10)을 통과하여 외부로 출사된다.

도 4는 도 3에 도시한 바와 같은 액티브 매트릭스형 유기 EL 표시 장치의 1화소에서의 제2 박막 트랜지스터 Tr2와 

이것에 접속된 유기 EL 소자(50)의 개략적인 단면 구조를 도시하고 있다. 도 4에 도시한 예에서는, 제1 박막 트랜지

스터 Tr1은 생략하고 있지만, 박막 트랜지스터 Tr2와 거의 마찬가지의 구조를 구비하고 있으며, 박막 트랜지스터 Tr

1, Tr2 모두 그 능동층(120)에, 비정질 실리콘을 레이저 어닐링에 의해 다결정화한 다결정 실리콘을 이용하고 있다. 

또한 본 실시예에서 이 박막 트랜지스터 Tr1 및 Tr2는, 능동층(120)을 피복하여 형성된 게이트 절연층(130)의 상방

에 게이트 전극(132)을 구비하는 소위 톱 게이트형 TFT이며, 능동층(120)의 게이트 전극(132)의 아래에 위치하는 

영역은 채널 영역(120c), 채널 영역(120c)의 양측에는 소정 도전형의 불순물이 도핑된 소스 영역(120s) 및 드레인 영

역(120d)이 형성되어 있다.

게이트 전극(132)을 피복하는 기판의 거의 전면에는 층간 절연층(134)이 형성되고, 층간 절연층(134)에 개구된 컨택

트홀을 통해 소스 영역(120s), 드레인 영역(120d)의 한쪽에는 전원 라인(114)이 접속되며, 다른쪽에는 커넥터 전극(

136)이 접속되어 있다. 또한, 이들 모두를 피복하도록 무기 재료 또는 유기 재료로 이루어지는 제1 평탄화 절연층(통

상의 층간 절연막이어도 됨)(138)이 형성되고, 이 평탄화 절연층(138) 상에 유기 EL 소자(50)의 제1 전극(20)이 적층
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되며, 제1 전극(20)의 단부를 피복하도록 제2 평탄화 절연층(140)이 적층되어 있다. 또한, 제1 전극(20)은, 제1 평탄

화 절연층(138)에 형성된 컨택트홀에서 컨택트 전극(136)과 접속되어 있다. 제1 전극(20) 상에는, 이미 설명한 바와 

같이, 발광 소자층(30), 제2 전극(22) 및 반사 방지층(46)이 이 순서로 형성되어 있다.

이상과 같은 구성에서, 표시 장치의 광 추출측은 투명 기판(10)측이며, 톱 게이트형의 상기 제1 및 제2 박막 트랜지스

터 Tr1, Tr2는, 광이 조사되면 누설이 발생하기 쉬운 다결정 실리콘으로 이루어지는 능동층(120)이 광 추출측에 위

치하게 된다. 따라서, 외광의 조사에 의한 누설 전류 발생을 방지하기 위해, 도 4에 도시한 바와 같이, 적어도 제1 및 

제2 박막 트랜지스터 Tr1, Tr2의 기판(10) 사이에, 예를 들면 능동층측으로부터 SiO 2 , SiN x 의 적층 구조로 이루

어지는 절연층(150)을 사이에 두고 차광층(160)을 형성해 두는 것이 바람직하다. 그리고, 이 차광층(160)은, 도 4의 

구성예에서는, 가장 광 추출측에 가까운 위치에 형성되며, 또한, 통상 차광층은 금속 재료를 이용하여 형성되기 때문

에, 그 표면 반사율이 높으면 상술한 바와 같이 콘트라스트 저하나, 표시 품질 등에 악영향을 미칠 가능성이 있다. 따

라서, 배면측의 반사 방지층(46)과 마찬가지로, 표면 반사율이 낮은 차광성 재료, 예를 들면 산화 크롬이나 몰리브덴 

등을 이용하여 형성하는 것이 바람직하다.

이와 같이, 박막 트랜지스터 Tr1, Tr2의 형성 영역으로서 광 추출측에 형성되는 차광층(160)으로서 광 반사율이 낮

은 반사 방지 차광층을 형성하고, 또한, 배면측에 형성되는 제2 전극(22)을 반투과성으로 하여 반사율을 내리며, 또한

제2 전극(22)의 배면측에 반사율이 낮은 반사 방지층(46)을 형성함으로써, 콘트라스트가 매우 높은 표시를 가능하게 

할 뿐만 아니라, 고휘도이며 신뢰성이 높은 유기 EL 표시 장치를 실현할 수 있다.

발명의 효과

이상 설명한 바와 같이, 본 발명에 따르면, 배면측의 전극에서의 외광 반사를 억제하는 것이 가능하여, 콘트라스트가 

높은 발광 소자 및 이 발광 소자를 이용 한 표시 장치를 실현할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
제1 전극과 제2 전극 사이에 발광 소자층을 구비한 발광 소자로서,

상기 제1 전극과 상기 제2 전극 중,

한쪽은 광 사출측 전극으로서, 외부에의 광 사출측에 배치되며,

상기 광 사출측 전극의 배면측에 위치하는 배면측 전극은, 발광 소자층측으로부터 입사하는 광을 일부 투과하는 반투

과 전극으로 구성되고,

상기 반투과 전극의 배면측에 반사 방지층이 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 발광 소자.

청구항 2.
제1 전극과 제2 전극 사이에 발광 소자층을 구비하는 발광 소자를 갖는 발광 표시 장치로서,

상기 제1 전극은, 장치의 외부에의 광 사출측에 배치되는 투명 기판 상에 형성되며, 상기 발광 소자층으로부터 사출되

는 광을 투과 가능한 전극이고,

상기 제2 전극은, 상기 발광 소자층을 사이에 두고 상기 제1 전극과 대향하도록 상기 제1 전극의 배면측에 형성되며, 

상기 발광 소자층측으로부터 입사하는 광을 일부 투과하는 반투과 전극이고,

상기 제2 전극의 배면측에 반사 방지층이 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 발광 표시 장치.

청구항 3.
양극과 음극 사이에 발광 소자층을 구비하는 일렉트로 루미네센스 소자를 갖는 표시 장치로서,

상기 양극은, 외부에의 광 사출측으로 되는 투명 기판 상에 형성되며, 상기 발광 소자층으로부터 사출되는 광을 투과 

가능한 전극을 구비하고,
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상기 음극은, 상기 발광 소자층을 사이에 두고 상기 양극과 대향하도록 상기 양극의 배면측에 형성되며, 상기 발광 소

자층으로부터 사출되는 광을 일부 투과 가능한 반투과 전극을 구비하고,

상기 음극의 배면측에는 반사 방지층이 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 표시 장치.

청구항 4.
제2항에 있어서,

상기 반투과 전극에는, 광을 투과 가능하게 박막화되어 있는 금속층, 또는 광을 통과시키는 개구를 구비한 그물망 형

상의 금속층이 이용되고 있는 것을 특징으로 하는 발광 표시 장치.

청구항 5.
제2항에 있어서,

상기 반투과 전극에는 20㎚ 이하의 두께의 Ag층 또는 MgAg층이 이용되고 있는 것을 특징으로 하는 발광 표시 장치.

청구항 6.
제1항에 있어서,

상기 반사 방지층에는 몰리브덴 또는 산화 크롬이 이용되고 있는 것을 특징으로 하는 발광 소자.

청구항 7.
제2항, 제4항 및 제5항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 반사 방지층에는 몰리브덴 또는 산화 크롬이 이용되고 있는 것을 특징으로 하는 발광 표시 장치.

청구항 8.
제3항에 있어서,

상기 반사 방지층에는 몰리브덴 또는 산화 크롬이 이용되고 있는 것을 특징으로 하는 표시 장치.

도면

도면1
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도면2

도면3

도면4
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摘要(译)

使用相同和发光装置的显示装置的对比度得到改善。第一电极（20）包
括在光注入侧的透明电极，它是包括有机电致发光显示器等的发光器
件，第二电极（22）在器件的后端形成第一电极（20）和光发光元件层
（30）放置在间隔中并且发光元件层（30）面对具有低第二电极（22）
的抗反射层（46），更多，后端的反射能力为第二电极电极（22）与其
包括的半透射电极形成。透明电极被穿透并且它不反射，并且从元件外
部入射的光在半透射的第二电极（22）中透射。它在抗反射层（46）中
吸收。以这种方式，可以抑制外部光的后板表面处的反射的反射并且计
划对比度的改善。第二电极（22）例如是薄膜的金属材料，或者通过构
建开口部分来发挥半透射性。第一电极，第二电极，半透射电极，透明
基板，发光元件层，抗反射层。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/1c77e62b-05b8-4d67-9135-971fbcd5587c
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/033156630/publication/KR20040085010A?q=KR20040085010A

